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【はじめに】近年，透明酸化物半導体である

a-InGaZnO (a-IGZO)を用いた薄膜トランジスタ

(TFT)は，次世代のディスプレイ画素駆動用素子

として注目されている．この材料は，高移動度・

室温で成膜可能・透明という特徴を有し，フレキ

シブルで透明なデバイスへの応用が期待されて

いる 1． しかし，a-IGZO-TFTの安定動作のため

には焼成 2や化学気相堆積法による SiO2ゲート

絶縁膜(GI)形成等の高温プロセスが必要である． 

こ れ ま で の 研 究 で ， イ オ ン 液 体 (IL) 

EMIM-TFSI(1-Ethyl-3-methylimidazolium bis 

(trifluoromethylsulfonyl)imide) を 用 い た

a-IGZO-TFT が，低温で作製した GI であるにも

かかわらず，低電圧駆動・低 S値といった優れた

TFT特性を示すことがわかった 3．しかし，大気

暴露されたあと Ids = 5 µA，55時間程度のストレ

スで⊿Vth = 0.75Vと、特性の劣化がみられた．劣

化しないフレキシブル素子の実現には、この劣化

機構を知ることが重要である。IL は吸湿性があ

る材料も多く知られており 4，EMIM-TFSIは非水

溶性ではあるものの，わずかな吸湿により，

IL/a-IGZO界面に大気中の水由来の結合状態変化

が起きているのではないかと仮定し，調査した． 

【実験】a-IGZO膜を Si基板上に堆積し，その膜

上に ILを大気雰囲気下で滴下してN2循環雰囲気

下で 2日間(48時間)放置した．その後，試料をア

セトンで洗浄し，ILを除去した a-IGZO膜表面の

各元素の結合状態を X 線光電子分光(XPS）によ

り測定した．比較対象として IL を滴下せず同条

件で洗浄した a-IGZO膜を用いた． 

【結果】In 3d，Ga 2p，Zn 2pピークについては明

確なピークの変化が見られなかったが，O 1s ピ

ークについては，IL を滴下させた試料で高エネ

ルギー側のピーク強度が明らかに大きくなって

いた(図 1)．ピーク分離したところ，M-OH 結合

の割合が増加していることが確認された．IL に

吸湿された水分によって IL/a-IGZO 界面状態が

変化していることを裏付ける結果となった． 
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Fig. 1 XPS profiles of the O 1s peak at a-IGZO surface with 

and without IL. 
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